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W badanych zakresach grubosci warstw Co uktady (Co/Au) wykazuja

ZIARNA SUPERPARAMAGNETYCZNE

prostopadtg anizotropie magnetyczng

‘o F_—___V-J pole prostopadte do
powierzchni warstwy

[Co(0.8nm)/Au(1nm)],
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Przemagnesowanie wywotane propagacjg sciany domenowej
jednorodna warstwa [Co(0.8nm)/Au(1nm)],

895x694 pm?

W dobrej jakosci warstwach uzyskanych metoda rozpylania jonowego powierzchniowa
gestosc¢ centrow nukleacji moze by¢ bardzo mata. Dla serii obrazéw pokazanych
powyzej w obszarze o rozmiarach 895x694 um?® nie zaobserwowano centrum nukleacji o
polu aktywacji mniejszym niz w sgsiadujgcych obszarach.



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

LA « w uktadach wielowarstwowych

Addd e przemagnesowanie okreslone jest nie tylko
przez wtasnosci subwarstw
magnetycznych ale rowniez przez
oddziatywanie miedzy nimi

» warstwa osadzona miedzy buforem i

AAAAAA

AR 2nm warstwg przykrywajgca Au
AAA A A

— e gorna warstwa Co jest twardsza
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klin — zmiana oddziatywania



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)
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Fig. 1. (a) Switching fields Hg and Hé{ of magnetically hard (CoH) and
soft (Co®) layers versus thickness of Au spacer (fa,) measured for CoS-
0.6nm/Au-wedge 1.7-3nm/Cot-0.6nm/Au-2nm layered film. (b-d) Represen-
tative major (dashed line) and minor (solid line) hysteresis loops, corre-
sponding to antiferromagnetic (b), zero (¢) and ferromagnetic (d) coupling
respectively. H,1s - center of the minor loop.



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)
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Fig. 1. (a) Switching fields HS and Hé{ of magnetically hard (CoH) and
soft (Co®) layers versus thickness of Au spacer (fa,) measured for CoS-
0.6nm/Au-wedge 1.7-3nm/Co™-0.6nm/Au-2nm layered film. (b-d) Represen-
tative major (dashed line) and minor (solid line) hysteresis loops, corre-
sponding to antiferromagnetic (b), zero (¢) and ferromagnetic (d) coupling
respectively. H,1s - center of the minor loop.



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)
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Fig. 1. (a) Switching fields HSS and HIS{ of magnetically hard (CoH) and
soft (Co®) layers versus thickness of Au spacer (fa,) measured for CoS-
0.6nm/Au-wedge 1.7-3nm/Co™-0.6nm/Au-2nm layered film. (b-d) Represen-
tative major (dashed line) and minor (solid line) hysteresis loops, corre-
sponding to antiferromagnetic (b), zero (¢) and ferromagnetic (d) coupling
respectively. H,1s - center of the minor loop.



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miekkiej w stanie niecatkowitego przemagnesowania
warstwy twardej

« w ujemny polu H"sw=-H"s, mniejszym od pola 1ta) 0. ,
nasycajgcego warstwy twardej, kierunek zmian t,, =2,1nm 2 |
pola zostaje zmieniony AH !

« warstwa twarda przemagnesowana jest tylko ‘

czesciowo, warstwa miekka w catosci:




Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miekkiej w stanie niecatkowitego przemagnesowania
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przemagnesowuje sie w swoim wewnetrznym
polu koercji




Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miekkiej w stanie niecatkowitego przemagnesowania
warstwy twardej

 Liniowos¢ wzglednego namagnesowania warstwy 1ta)
miekkiej (M °/ M) w funkcji wzglednego
namagnesowania warstwy twardej wskazuje na
kopiowanie struktury domenowej

H, | !

* Znak zalezno$ci M°/ M (M" /M3, )wskazuje na
rodzaj oddziatywania (F lub AF)
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Fig. 3. Variation of the net magnetization of the soft layer as a function of the 02 0.0 0.2

net magnetization of the hard layer for antiferromagnetic (a) and ferromagnetic
(b) coupling.



Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miekkiej w stanie niecatkowitego przemagnesowania
warstwy twardej
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Replikacja domen w warstwie Si(100)/Ti(4nm)/Au(10nm)/Co(0.6nm)/Au/Co(0.6nm)

Przemagnesowanie warstwy miekkiej w stanie niecatkowitego przemagnesowania
warstwy twardej
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« wzrostowi energii sprzezenia towarzyszy wzrost zakresu pola magnetycznego AH, w
ktorym obserwuje sie replikacje struktury domenowej



Wnioski:

* na podstawie petnych i minorowych petli histerezy wyznaczona zostata zaleznosc¢
oddziatywania miedzy warstwami Co w funkcji grubosci niemagnetycznej przektadki Au

« w stanie niecatkowitego przemagnesowania warstwy twardej zaobserwowano
kopiowanie jej struktury domenowej do warstwy miekkigj

« wzrostowi energii sprzezenia towarzyszy wzrost zakresu pola magnetycznego AH, w
ktorym obserwuje sie replikacje struktury domenowej
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